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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出した磁界に関する磁界検出信号を出力する磁界検出部と、
　実装基板の基板面と所定の間隔が離れた、前記基板面に平行な面、の面内を、前記磁界
検出部を移動させる移動手段と、
　前記移動の過程において前記磁界検出部が出力する前記磁界検出信号が表す前記磁界に
関する磁界情報を、前記面内の位置を表す位置情報と関連付けて取得する取得手段と、
　等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記磁界情報の差を表す磁界
差情報を出力する出力手段と、
　を備え、
　前記磁界差情報が前記磁界検出信号の所定の複数の周波数についてのものである、
　出力装置。
【請求項２】
　前記磁界情報が、前記磁界検出信号の電圧値を表す、請求項１に記載された出力装置。
【請求項３】
　前記磁界検出部を前記面内で回転させる回転手段をさらに備え、前記出力手段は、複数
の前記回転に係る回転角度についての前記磁界差情報を出力する、請求項１又は請求項２
に記載された出力装置。
【請求項４】
　温度検出部が検出した温度に関する温度検出信号を出力する温度センサをさらに備え、
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　前記移動手段は、前記温度検出部を前記移動させ、
　前記取得手段は、前記移動の過程において前記温度センサが出力する前記温度検出信号
が表す前記温度に関する温度情報を、前記位置情報と関連付けて取得し、
　前記出力手段は、等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記温度情
報の差を表す温度差情報を出力する、
　請求項１乃至請求項３のうちのいずれか一に記載された出力装置。
【請求項５】
　前記実装基板の前記位置に存在する構成を表す実装情報を保持し、前記磁界差情報と前
記実装情報とから、異常が疑われる前記構成である被疑構成を出力する、請求項１乃至請
求項４のうちのいずれか一に記載された出力装置。
【請求項６】
　前記実装基板の前記位置に存在する構成を表す実装情報を保持し、前記磁界差情報及び
前記温度差情報と前記実装情報とから、異常が疑われる前記構成である被疑構成を出力す
る、請求項４に記載された出力装置。
【請求項７】
　検出した磁界に関する磁界検出信号を出力する磁界検出部を、実装基板の基板面と所定
の間隔が離れた、前記基板面に平行な面の面内を移動させ、
　前記移動の過程において、前記磁界検出部が出力する前記磁界検出信号が表す前記磁界
に関する磁界情報を、前記面内の位置を表す位置情報と関連付けて取得し、
　等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記磁界情報の差を表す磁界
差情報を出力し、
　前記磁界差情報が前記磁界検出信号の所定の複数の周波数についてのものである、
　出力方法。
【請求項８】
　温度検出部が検出した温度に関する温度検出信号を出力する温度センサの前記温度検出
部を前記移動させ、
　前記移動の過程において前記温度センサが出力する前記温度検出信号が表す前記温度に
関する温度情報を、前記位置情報と関連付けて取得し、
　等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記温度情報の差を表す温度
差情報を出力する、
　請求項７に記載された出力方法。
【請求項９】
　検出した磁界に関する磁界検出信号を出力する磁界検出部との前記磁界検出部を、実装
基板の基板面と所定の間隔が離れた、前記基板面に平行な面、の面内を移動させる処理と
、
　前記移動の過程において前記磁界検出部が出力する前記磁界検出信号が表す前記磁界に
関する磁界情報を、前記面内の位置を表す位置情報と関連付けて取得する処理と、
　等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記磁界情報の差を表す磁界
差情報を出力する処理と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記磁界差情報が前記磁界検出信号の所定の複数の周波数についてのものである、
　出力プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異常被疑箇所を出力する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子デバイス等が搭載された実装基板において故障等による異常が発生した可能性が疑
われる異常被疑箇所を、実装基板の各部分の温度の経時変化により特定する方法が知られ
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ている。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、基板載置加熱ステージと、被試験基板上の温度変化を調べるた
めのサーモビュア部と、不良箇所を表示するためのスポットライト部と、それらの動作を
制御する制御部とを備える実装検査装置を開示する。
【０００４】
　また、特許文献２は、実装基板の実装表面の温度分布から求めた温度分布の変化量がし
きい値を超えた場合に、劣化があることを判定する劣化診断方法を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平０３－０２３３４９号公報
【特許文献２】特開平１１－０１４５７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１及び２が開示する方法は、温度分布の経時変化のみで実装基
板の異常被疑箇所を特定するため、異常被疑箇所の十分な特定が困難な場合がある。
【０００７】
　当該困難な場合として、一つには、通常時の発熱量が大きくない通電箇所の通電が異常
に停止した場合がある。もともとの温度が高くないので、通電しなくなっても、温度はほ
とんど変化しないのである。当該通電停止は、例えば、はんだ付けが正しく行われていな
いことや電気端子の接触不良による搭載電子デバイスの実装の不良により生じ得る。当該
実装不良は、振動、環境温度又は湿度により発生する場合もあり得る。当該通電停止は、
あるいは、電子デバイスの経時変化による動作停止や、静電気や落雷等の影響により流れ
る高電圧又は高電流の電流により搭載電子デバイスが破壊されることにより発生する場合
がある。
【０００８】
　当該困難な場合として、さらに、異常被疑箇所の近傍に正常時において高温の物がある
場合がある。高温の物が発する熱により、異常被疑箇所の温度変化が観測できなくなるの
である。当該高温の物は、例えば、中央演算処理装置である。
【０００９】
　当該困難な場合として、さらに、熱分布が比較的短い時間で変化する場合がある。例え
ば、実装基板の回路の動作モードが変わると温度分布が変わる場合がある。その場合、温
度分布は動作モードが切り替わってから経過する時間に依存する。従い、温度変化の経時
変化により異常被疑箇所を特定するためには、動作モードが切り替わってから経過した時
間や、切り替わる前の動作モードの継続時間等を揃えた測定を行う必要がある場合がある
。
【００１０】
　本発明は、温度の経時変化による特定が困難な異常被疑箇所の特定を可能にする出力装
置等の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の出力装置は、検出した磁界に関する磁界検出信号を出力する磁界検出部と、実
装基板の基板面と所定の間隔が離れた、前記基板面に平行な面、の面内を、前記磁界検出
部を移動させる移動手段と、前記移動の過程において前記磁界検出部が出力する前記磁界
検出信号が表す前記磁界に関する磁界情報を、前記面内の位置を表す位置情報と関連付け
て取得する取得手段と、等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記磁
界情報の差を表す磁界差情報を出力する出力手段と、を備える。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明の出力装置等は、温度の経時変化による特定が困難な異常被疑箇所の特定を可能
にする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態の出力装置の構成例を表す概念図である。
【図２】磁界検出信号の電圧値に関する情報の例を表す図である。
【図３】処理装置の構成例を表す概念図である。
【図４】作業者等が行う動作の動作フロー例を表す概念図である。
【図５】処理部が行う磁界マップ情報の取得及び格納処理の処理フロー例を表す概念図で
ある。
【図６】処理部が行う磁界差マップ情報の導出及び出力処理の処理フロー例を表す概念図
である。
【図７】Ａ１１１及びＡ１１２の動作を処理部が実行する場合に処理部が行う処理の処理
フロー例を表す概念図である。
【図８】変更された出力装置を表す概念図である。
【図９】変更された処理装置を表す概念図である。
【図１０】磁界マップ情報と温度マップ情報とを同時に取得し得る出力装置の構成例を表
す概念図である。
【図１１】図１０に表される処理装置の構成例を表す概念図である。
【図１２】実施形態の出力装置の最小限の構成を表す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
＜第一実施形態＞
　本実施形態は、実装基板の各部分から発生する磁界の経時変化の程度を表す磁界差マッ
プ情報を出力することにより、異常被疑箇所の特定を可能にする出力装置に関する実施形
態である。ここで、実施形態における「異常被疑箇所」は、異常の発生が疑われる箇所で
あり、当該箇所には、現在は異常の発生が不明であるが将来異常が発生する可能性が高い
箇所が含まれるものとする。
［構成と動作］
　図１は、本実施形態の出力装置の例である出力装置１の構成を表す概念図である。図１
には、出力装置１の他、装置５０が表されている。装置５０は、実装基板７１と筐体４０
とを備える。装置５０は、実装基板７１の稼働により動作する装置である。当該動作の種
類は任意である。また、出力装置１は、実装基板７１における異常被疑箇所を特定するた
めの情報を出力するための装置である。
【００１５】
　出力装置１は、測定部１０と処理装置２０とを備える。
【００１６】
　測定部１０は、以下において説明する磁界マップ情報の取得の際に、作業者又は作業ロ
ボット等（以下、「作業者等」という。）により、筐体４０の天板４１に取り付けられて
使用されるものである。測定部１０は、磁界マップ情報の取得を行うとき以外は、筐体４
０から取り外されている。
【００１７】
　測定部１０は、Ｘ－Ｙステージ１１と、Ｚステージ１２と、回転ステージ１３と、磁界
センサ１４とを備える。これらは、図示されない制御用の配線により処理装置２０に接続
されている。
【００１８】
　Ｘ－Ｙステージ１１の上面は筐体４０の天板４１に固定されている。Ｘ－Ｙステージ１
１は、処理装置２０から送付されるＸ－Ｙ方向移動制御信号に従い、下面１１ｂを上面１
１ａに対して、Ｘ－Ｙ方向に移動させる。当該下面にはＺステージ１２が固定されている
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。Ｚステージ１２は、Ｘ－Ｙステージ１１の下面１１ｂの移動に伴い、Ｘ－Ｙ方向に移動
する。
【００１９】
　Ｚステージ１２は、処理装置２０から送付されるＺ方向移動制御信号に従い、その下面
をその上面に対し、Ｚ方向に移動させる。当該下面には回転ステージ１３が固定されてい
る。回転ステージ１３は、Ｚステージ１２の下面の移動に伴い、移動する。
【００２０】
　回転ステージ１３は、処理装置２０から送付される回転制御信号に従い、その下面をそ
の上面に対してＸ－Ｙ面内で回転させる。当該下面には磁界センサ１４が固定されている
。磁界センサ１４は当該下面の移動又は回転に伴い、移動又は回転する。
【００２１】
　磁界センサ１４は、その下端近傍に位置する磁界検出部が検出した磁界検出信号を処理
装置２０に送付する。当該送付は、無線によるものでも有線によるものでも構わない。磁
界センサ１４としては、例えば、ＮＥＣプラットフォームズ株式会社が販売する磁界プロ
ーブＣＰ－２５Ａや星和電機株式会社が販売する磁界プローブＥ１９－ＣＰ－２５Ａを用
いることができる。その場合は、無線により、磁界検出信号を処理部２０に送付すること
ができる。ただし、処理部２０は、当該無線の磁界検出信号を受信する受信部を備えるこ
とを前提とする。
【００２２】
　処理装置２０は、例えば、コンピュータを備える構成である。処理装置２０は、作業者
等からの入力情報に従い、Ｚステージに、磁界センサ１４の下端と実装基板７１の上面と
の距離を所定の設定値に設定させる。当該設定値は、磁界センサ１４の下端が実装基板７
１に実装された部品に当たらず、しかも、実装基板７１に十分近い距離である。ただし、
処理装置２０は、前記設定値を、コネクタや放熱装置等の、高さが他の実装部品と比較し
て顕著に高い高実装部品がある場合は、高実装部品以外の実装部品に当たらず、実装基板
７１に十分に近い距離にする。その場合、処理装置２０は、磁界センサ１４の（Ｘ，Ｙ）
座標を、高さが顕著に高い実装部品が設置されている（Ｘ，Ｙ）座標から除外するよう、
予め、Ｘ－Ｙステージ１１に指示する。
【００２３】
　次に、処理装置２０は、回転ステージ１３に、磁界センサ１４のＸ－Ｙ面内での回転位
置を初期値にさせる。
【００２４】
　そして、処理装置２０は、Ｘ－Ｙステージ１１に、磁界センサ１４の下端を実装基板７
１に対してＸ－Ｙ面内でスキャンさせる。その際、前述の高実装部品がある場合は、処理
装置２０は、スキャン範囲から、高実装部品に磁界センサ１４が当たる範囲を除外させる
。当該スキャンの最中、磁界センサ１４は、磁界検出信号を、逐次、処理装置２０に送付
する。
【００２５】
　処理装置２０は、磁界検出信号の電圧値を逐次測定し、その時点における磁界センサ１
４下端のＸ－Ｙ座標と関連付けて、逐次記憶する。当該電圧値は、磁界センサ１４の検出
部の位置の磁界の大きさを表す。
【００２６】
　処理装置２０は、例えば、スペクトラムアナライザが備える構成を備えることにより、
磁界検出信号の電圧値を取得しても構わない。スペクトラムアナライザが備える構成を備
える場合、処理装置２０は、作業者等が指定した周波数ごとの磁界検出信号の電圧値を取
得することが可能になる。実装基板７１の各位置から発生する磁界は、その発生原因とな
る電流の周波数により、複数の異なる周波数になる場合がある。スペクトラムアナライザ
が備える構成を備える場合、処理装置２０は、想定される周波数ごとの磁界検出信号の電
圧値を取得することが可能になる。
【００２７】
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　こうして、一回のスキャンが終了すると、磁界センサ１４下端のＸ－Ｙ座標と関連付け
られた磁界検出信号の電圧値を表す磁界マップ情報が処理装置２０に格納される。
【００２８】
　なお、磁界マップ情報が流れる電流の経路が変わる等により短い期間で頻繁に変わるよ
うな場合は、磁界マップ情報を複数回取得して、各（Ｘ，Ｙ）座標についての電圧の平均
値を求めても構わない。
【００２９】
　処理装置２０は、このようなスキャンを、磁界センサ１４のＸ－Ｙ面内での回転角度を
いくつかの値に設定して行う。設定する当該回転角度は、例えば、初期値、初期値から４
５度回転した角度及び初期値から９０度回転した角度の３通りである。このように磁界セ
ンサ１４のＸ－Ｙ面内での回転角度を変えるのは、実装基板の各部分から磁界センサ１４
の磁界検出部に入力される磁界の大きさが、Ｘ－Ｙ面内での回転角度に依存する場合があ
るからである。
【００３０】
　処理装置２０は、各磁界マップ情報が取得されると、それらを、磁界センサ１４のＸ－
Ｙ面内での回転角度、及び、取得した日時と関連付けて、保持する。
【００３１】
　その後、測定部１０は、作業者等により、筐体４０の天板４１から取り外される。
【００３２】
　作業者等は、実装基板７１が稼働を開始すると、まず、測定部１０を筐体４０の天板４
１に取付け、処理装置２０に、上記磁界マップ情報の取得、記憶を行わせる。当該磁界マ
ップ情報を、以下、「初期磁界マップ情報」ということにする。その後、測定部１０は、
筐体４０の天板４１から取り外される。
【００３３】
　作業者等は、測定部１０の天板４１への取付け、処理装置２０による磁界マップ情報の
取得、記憶、及び、測定部１０の天板４１からの取り外しを、その後の所定のタイミング
で行う。当該タイミングは、例えば、１年ごとのタイミングである。ただし、作業者等は
、実装基板の動作モードが複数ある場合は、当該タイミングを、同じ動作モードで動作し
ているタイミングに統一する。その理由は、磁界マップ情報は動作モードにより異なる場
合があるためである。以下、初期磁界マップ情報の取得の後に取得された磁界マップ情報
を、測定磁界マップ情報ということにする。
【００３４】
　処理装置２０は、測定磁界マップ情報を取得すると、各Ｘ－Ｙ座標についての測定磁界
マップ情報と初期磁界マップ情報との差を表すマップ情報を求める。各Ｘ－Ｙ座標につい
ての測定磁界マップ情報と初期磁界マップ情報との差を、以下、「磁界差マップ情報」と
いうことにする。磁界差マップ情報は、磁界センサ１４のＸ－Ｙ平面内での回転角度ごと
に求められる。
【００３５】
　処理装置２０は、磁界差マップ情報を出力する。磁界差マップ情報は、例えば、磁界セ
ンサ１４の磁界検出部のＸ－Ｙ座標について表されたマップ状のものである。
【００３６】
　ここで、図１の処理装置２０の説明を中断して、初期磁界マップ情報、測定磁界マップ
情報及び磁界差マップ情報の例を、図２を参照して説明する。図２は、初期磁界マップ情
報、測定磁界マップ情報及び磁界差マップ情報の例を表すイメージ図である。図２は、磁
界センサ１４のＸ－Ｙ面内での回転位置を初期値にした場合の、磁界検出信号の電圧値に
関する情報例を表す図である。
【００３７】
　図２（ａ）は、前述の初期磁界マップ情報の例を表す。また、図２（ｂ）は測定磁界マ
ップ情報を表す。また、図２（ｃ）は、磁界差マップ情報を表す。図２（ａ）及び図２（
ｂ）において、周囲の濃色領域に囲まれた淡色領域は、当該濃色領域よりも磁界検出信号
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の電圧値が高い。また、当該淡色領域に囲まれた濃色領域は、当該淡色領域よりも磁界検
出信号の電圧値が高い。図２（ｃ）においては、より濃色な領域ほど、初期磁界マップ情
報と測定磁界マップ情報とで、磁界検出信号の電圧値の差が大きい。作業者等は、測定磁
界マップ情報と、別途保持する電子デバイス等の配置を表す実装マップ情報とを対比する
。
【００３８】
　これにより、作業者等は、図２（ｃ）の濃色領域に設置された電子デバイス等に異常が
生じている可能性が高いことを判断する。
【００３９】
　例えば、通電箇所の通電が異常に停止した場合には、電流が流れなくなるので、正常時
には電流により発生していた磁界が、検出されなくなる。その場合、当該通電停止箇所は
、図２（ｃ）に表すような磁界差マップ情報において、濃色に表示される。前記通電停止
は、例えば、はんだ付けが正しく行われていないことや電気端子の接触不良による搭載電
子デバイスの実装の不良により生じ得る。当該実装不良は、振動、環境温度又は湿度によ
り発生する場合もあり得る。当該通電停止は、あるいは、電子デバイスの経時変化による
動作停止や、静電気や落雷等の影響により流れる高電圧、高電流により搭載電子デバイス
の破壊により生じる場合がある。
【００４０】
　あるいは、例えば、通電電流が異常に増加した箇所も、図２（ｃ）に表すような磁界差
マップ情報において、濃色に表示される。
【００４１】
　作業者等は、磁界差マップ情報において、上記のような異常が生じている箇所を特定す
ることができる。
【００４２】
　ここで、図１の処理装置２０に説明を戻す。
【００４３】
　処理装置２０は、例えば、磁界検出信号の電圧値の差についての閾値である電圧差閾値
を予め保持している。そして、処理装置は、各磁界差マップ情報において、これらの閾値
を超えたＸ－Ｙ座標の範囲を表す情報を出力する。当該範囲は、実装基板７１における実
装されている電子デバイス等に異常が生じていることが疑われる範囲に対応する。
【００４４】
　作業者等は、当該範囲と予め作成されている実装基板７１における電子デバイス等の実
装位置を表す実装マップ情報とから、異常が生じている電子デバイス等を特定し、交換等
の処置を行う。
【００４５】
　処理装置２０は、予め前記実装マップ情報を保持し、前記範囲と当該実装マップ情報と
から異常が生じていることが疑われる電子デバイス等を特定し、その電子デバイス等を表
す情報を出力しても構わない。
【００４６】
　また、図１の構成においては、測定部１０の上面は、筐体４０により実装基板７１に対
して固定されている。しかしながら、測定部１０の上面は、筐体４０以外の他の部材を介
して実装基板７１に対して固定されていても構わない。測定部１０の上部を実装基板７１
に対して固定するために用いられる構造は任意である。
【００４７】
　また、測定部１０の上面が筐体４０以外の部材により実装基板７１に固定される場合は
、筐体４０は存在しなくても構わない。
【００４８】
　図３は、図１に表す処理装置２０の構成例を表す概念図である。処理装置２０は、移動
制御部２１と、磁界測定部２２と、処理部２３と、記憶部２４と、出力部２５と、入力部
２６とを備える。
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【００４９】
　入力部２６は、例えば、キーボードである。入力部２６は入力された情報を処理部２３
に送る。当該入力情報には、例えば、処理部２３が行う磁界マップ情報取得のための開始
情報が含まれる。
【００５０】
　処理部２３は、例えば、コンピュータの中央演算処理装置である。処理部２３は、入力
部２６から前述の開始情報が入力されると、移動制御部２１に図１に表す磁界センサ１４
の移動を行わせつつ、磁界測定部２２を介して、磁界センサ１４から送付される磁界検出
信号の電圧値の取得を行う。処理部２３は、さらに磁界センサ１４の下端近傍の磁界検出
部の位置と測定日時を関連付けた磁界マップ情報を、記憶部２４に格納させる。
【００５１】
　処理部２３は、最初に格納させる磁界マップ情報を、初期磁界マップ情報として、記憶
部２４に初期磁界マップ情報格納部５１に格納する。処理部２３は、また、２回目以降に
格納させる磁界マップ情報を、測定磁界マップ情報として、記憶部２４に測定磁界マップ
情報格納部５２に格納する。測定磁界マップ情報格納部５２には、測定磁界マップ情報の
取得のたびに測定磁界マップ情報が蓄積される。
【００５２】
　処理部２３は、新たな測定磁界マップ情報を記憶部２４に格納させた場合は、図１に表
す磁界センサ１４の磁界検出部の各Ｘ－Ｙ座標における、磁界差マップ情報を導出し、記
憶部２４に磁界差マップ情報格納部５３に格納させる。当該磁界差マップ情報は、その測
定マップ情報と初期磁界マップ情報とにおける電圧差を表すマップ情報である。磁界差マ
ップ情報格納部５３には、新たに作成されるたびに磁界差マップ情報が蓄積される。
【００５３】
　処理部２３は、入力部２６から入力された情報により指定された、初期磁界マップ情報
、測定磁界マップ情報又は磁界差マップ情報を、出力部２５に出力させる。
【００５４】
　移動制御部２１は、処理部２３からの指示情報により、Ｘ－Ｙステージ１１、Ｚステー
ジ１２及び回転ステージ１３に制御信号を送り、磁界センサ１４の磁界検出部を指定され
た位置に移動させる。
【００５５】
　磁界測定部２２は、磁界センサ１４から送付される磁界検出信号の電圧値を特定し、そ
れらを表す情報を処理部２３に送付する。
【００５６】
　磁界検出部２２は、スペクトラムアナライザが備える構成を備えることにより、作業者
等により指定された周波数ごとの、磁界検出信号の電圧値を取得しても構わない。前述の
ように、実装基板７１の各位置から発生する磁界は、その発生原因となる電流の周波数に
より、複数の異なる周波数になる場合がある。磁界検出部２２が、スペクトラムアナライ
ザが備える構成を備える場合、処理装置２０は、想定される周波数ごとの磁界検出信号の
電圧値を取得することが可能になる。
【００５７】
　記憶部２４は、処理装置２０の各構成が上記動作を行うために必要なプログラムや情報
を予め保持する。記憶部２４は、また、処理装置２０の各構成が指示する情報を保持する
。当該情報には、処理部２３が格納を指示する、初期磁界マップ情報、測定磁界マップ情
報及び磁界差マップ情報が含まれる。記憶部２４は、また、処理装置２０の各構成が指示
する格納情報を、処理装置２０の備える、送付を指示された構成に送付する。
【００５８】
　出力部２５は、例えば、ディスプレイ、プリンタ又は通信装置である。出力部２５は、
処理部２３が指示する情報を出力する。
【００５９】
　図４は、作業者等が行う動作の動作フロー例を表す概念図である。
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【００６０】
　作業者等は、例えば、対象基板の最初の稼働が開始されたことを判定することにより、
図４に表す動作を開始する。ここで、対象基板は、図４の動作の対象となる実装基板（図
１の実装基板７１）である。
【００６１】
　作業者等は、まず、Ａ１０１の動作として、Ａ１０２の動作が未実行の対象基板がある
かについての判定を行う。ここでは、対象基板が複数枚ある場合が想定されている。
【００６２】
　作業者等は、Ａ１０１の動作による判定結果がｙｅｓの場合は、Ａ１０２の動作として
、Ａ１０２の動作が未実行の対象基板を一つ特定する。
【００６３】
　そして、作業者等は、Ａ１０３の動作として、特定した対象基板に対して、例えば、図
１に表されるように、測定部１０を筐体４０の天板４１に設置する。
【００６４】
　そして、作業者等は、Ａ１０４の動作として、図１に表す出力装置１により、初期磁界
マップ情報の取得及び格納を行う。出力装置１の処理装置２０の処理部２３が行う、磁界
マップ情報（初期磁界マップ情報が含まれる）の取得及び格納のため処理例は、図５に表
される。
【００６５】
　そして、作業者等は、Ａ１０５の動作として、測定部１０を筐体４０の天板４１から取
り外す。そして、作業者等はＡ１０１の動作を再度行う。
【００６６】
　こうして、Ａ１０１乃至Ａ１０５の動作が繰り返され、すべての対象基板についてＡ１
０４の動作による初期磁界マップ情報の取得が完了する。すると、Ａ１０１の動作による
判定結果がｎｏになり、Ａ１０６の動作として、異常被疑箇所の特定を試みるかについて
の判定を行う。作業者等主体は、当該判定を、例えば、予め設定された日時になったかを
判定することにより行う。
【００６７】
　作業者等は、Ａ１０６の動作による判定結果がｙｅｓの場合は、Ａ１０７の動作として
、Ａ１０８の動作が未実行の対象基板があるかについての判定を行う。
【００６８】
　作業者等は、Ａ１０７の動作による判定結果がｙｅｓの場合は、Ａ１０８の動作を行う
。一方、作業者等は、Ａ１０７の動作による判定結果がｎｏの場合は、同動作として、Ａ
１０８の動作を未実行の対象基板を一つ特定する。
【００６９】
　そして、作業者等は、Ａ１０９の動作として、Ａ１０８の動作により特定した対象基板
に対して測定部（図１に表す測定部１０）を取り付ける。
【００７０】
　そして、作業者等は、Ａ１１０の動作として、図１に表す処理装置２０に磁界差マップ
情報の出力を行わせる。磁界差マップ情報は、前述のように、新たに取得された測定磁界
マップ情報とＡ１０４の処理により取得された初期磁界マップ情報との差を表すマップ情
報である。磁界差マップ情報のために、図３に表される処理部２３が行う処理の例は、図
６に表される。
【００７１】
　そして、作業者等は、Ａ１１１の動作として、Ａ１１０の動作により出力された磁界差
マップ情報から、その対象基板に異常被疑箇所があるかを判定する。作業者等は、当該判
定を、例えば、磁界差マップ情報において、電圧差が予め設定された閾値を超える領域が
あるか否かを判定することにより行う。
【００７２】
　作業者等は、Ａ１１１の動作による判定結果がｙｅｓの場合は、Ａ１１２の動作を行う
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。一方、作業者等は、Ａ１１１の動作による判定結果がｎｏの場合は、Ａ１１３の動作を
行う。
【００７３】
　作業者等は、Ａ１１２の動作を行う場合は、同動作として、異常被疑箇所の特定を行う
。作業者等は、当該特定を、例えば、予め保持するその対象基板についての電子デバイス
等の配置マップから、Ａ１１１の動作において異常被疑箇所であることを判定した範囲に
あるものを特定することにより行う。
【００７４】
　そして、作業者等は、Ａ１１３の動作として、Ａ１０９の動作により取り付けた測定部
を取り外す。そして、作業者等は、Ａ１０７の動作を再度行う。
【００７５】
　こうして、Ａ１０７乃至Ａ１１３の動作を繰り返した結果として、すべての対象基板に
ついてＡ１１２の動作により異常被疑箇所が特定される。すると、Ａ１０７の動作による
判定結果がｎｏになり、Ａ１１４の動作が行われる。
【００７６】
　作業者等は、Ａ１１４の動作を行う場合は、同動作として、図４に表される動作を終了
するかについての判定を行う。作業者等がロボットである場合は、作業者等は、当該判定
を、外部からの終了情報の入力の有無を判定することにより行う。
【００７７】
　作業者等は、Ａ１１４の動作による判定結果がｙｅｓの場合は、図４の動作を終了する
。一方、作業者等は、Ａ１１４の動作による判定結果がｎｏの場合は、Ａ１０６の動作を
再度行う。
【００７８】
　そして、Ａ１０６乃至Ａ１１４の動作が、Ａ１１４の動作による判定結果がｙｅｓにな
るまで繰り返され、異なるタイミングで取得された磁界差マップ情報及び異常被疑箇所が
、図１に表される処理装置２０に蓄積される。
【００７９】
　なお、測定部の取り外しが行われずに、測定部が対象基板に対して予め取り付けられ、
その状態が維持される場合も想定され得る。その場合、図４に表すＡ１０３、Ａ１０５、
Ａ１０９及びＡ１１３の動作はなくなる。その場合、図４に表される動作は、動作部分を
有さないロボットやコンピュータ等の情報処理装置により行われる処理により実行され得
る。
【００８０】
　図５は、図４に表すＡ１０４の動作又はＡ１１０の動作を受けて図３に表す処理部２３
が行う、磁界マップ情報の取得及び格納処理の処理フロー例を表す概念図である。当該磁
界マップ情報は、図４に表すＡ１０４の動作の際に取得される場合は初期磁界マップ情報
である。一方、当該磁界マップ情報は、図４に表すＡ１１０の動作の際に取得される場合
は、初期磁界マップ情報の取得の後に取得される磁界マップ情報である測定磁界マップ情
報である。
【００８１】
　処理部２３は、例えば、図３に表す入力部２６を介して作業者等により入力された開始
情報により、図５に表す処理を開始する。
【００８２】
　処理部２３は、まず、Ｓ２０１の処理として、図３に表す移動制御部２１に、磁界セン
サ１４の下端と対象基板である実装基板７１の上面との距離を、磁界マップ情報の取得の
ために予め設定された設定値に設定させる。移動制御部２１は当該指示を受けて、図１に
表されるＺステージ１２に当該距離を設定値に設定させる。
【００８３】
　次に、処理部２３は、Ｓ２０２の処理として、予め設定された磁界センサ１４の回転角
度に、Ｓ２０３の処理を未実施のものがあるかについての判定を行う。処理部２３は、Ｓ
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２０２の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、Ｓ２０３の処理として、Ｓ２０３の処理
をまだ行っていない磁界センサ１４の回転角度を、予め設定された値の中から一つ選択す
る。
【００８４】
　そして、処理部２３は、図３に表す移動制御部２１に、Ｓ２０３の処理により選択した
回転角度に、磁界センサ１４の回転角度を設定させる。移動制御部２１は当該指示を受け
て、図１に表す回転ステージ１３に、磁界センサ１４の回転角度を設定させる。
【００８５】
　そして、処理部２３は、Ｓ２０５の処理として、（Ｘ，Ｙ）座標の値を初期値である（
Ｘ０，Ｙ０）に設定する。
【００８６】
　そして、処理部２３は、Ｓ２０６の処理として、移動制御部２１に、磁界センサ１４を
座標（Ｘ，Ｙ）に移動させる。
【００８７】
　そして、処理部２３は、磁界測定部２２が検出した、磁界センサ１４から送付された磁
界検出信号の電圧値を、（Ｘ，Ｙ）座標、回転角度及び対象基板の基板ＩＤ（Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ）と関連付けて、記憶部２４に格納させる。記憶部２４は、当該情報を、初期
磁界マップ情報の取得の際には初期磁界マップ情報格納部５１に格納する。また、記憶部
２４は、当該情報を、測定磁界マップ情報の取得の際には測定磁界マップ情報格納部５２
に格納する。
【００８８】
　そして、処理部２３は、Ｓ２０８の処理として、Ｘ座標をＸ＝Ｘ＋ΔＸに設定する。Δ
Ｘは、磁界検出信号の電圧値を取得するＸ座標に関する間隔である。ΔＸは、実装基板７
１における異常被疑箇所を特定できる限度で、ある程度粗い値に、事前の検討により調整
されている。ΔＸがある程度粗い値に設定されるのは、磁界マップ情報の取得に要する時
間を短くし、また、記憶部２４に格納される磁界マップ情報の情報量を少なくするためで
ある。
【００８９】
　そして、処理部２３は、Ｓ２０９の処理として、Ｘの値がＸの最大値として予め設定さ
れている値であるＸｍを超えたかについての判定を行う。Ｘｍの値は、磁界センサ１４が
磁界検出信号を検出するＸ軸方向の範囲に、実装基板７１のＸ軸方向の範囲が含まれるよ
う、設定されている。
【００９０】
　処理部２３は、Ｓ２０９の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ２０６の処理を再度
行う。そして、Ｓ２０６乃至Ｓ２０９の処理が繰り返され、座標Ｙ＝Ｙ０について、ΔＸ
ごとのＸ座標の磁界検出信号の電圧値が記憶部２４に格納される。
【００９１】
　そして、処理部２３は、Ｓ２０９の処理によりｙｅｓを判定し、Ｓ２１０の処理を行う
。その場合、処理部２３は、（Ｘ，Ｙ）座標の値を（Ｘ０、Ｙ＋ΔＹ）に設定する。ΔＹ
は、磁界検出信号の電圧値を取得するＹ座標に関する間隔である。ΔＹは、実装基板７１
における異常被疑箇所を特定できる限度において、ある程度粗い値に、事前の検討により
調整されている。ある程度粗い値に設定されるのは、磁界マップ情報の取得に要する時間
を短くし、また、記憶部２４に格納される磁界マップ情報の情報量を少なくするためであ
る。
【００９２】
　そして処理部２３は、Ｓ２１１の処理として、Ｙの値がＹの最大値として予め設定され
ている値のＹｍを超えたかについての判定を行う。Ｙｍの値は、磁界センサ１４が磁界検
出信号を検出するＹ方向の範囲に、実装基板７１のＹ方向の範囲が含まれるように、設定
されている。
【００９３】
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　処理部２３は、Ｓ２１１の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ２０６の処理を再度
行う。そして、Ｓ２０６乃至Ｓ２１１の処理が繰り返され、座標（Ｘ０、Ｙ０）と座標（
Ｘ，Ｙｍ）との間に含まれる、ΔＸごとのＸ座標及びΔＹごとのＹ座標の磁界検出信号の
電圧値が記憶部２４に格納される。
【００９４】
　そして、処理部２３は、Ｓ２１１の処理によりｙｅｓを判定し、Ｓ２０２の処理を再度
行う。その後、処理部２３は、Ｓ２０２乃至Ｓ２１１の処理を繰り返し、磁界センサ１４
について予め設定された各回転角度についての磁界検出信号の電圧値の分布を表す磁界マ
ップ情報が記憶部２４に格納される。
【００９５】
　そして、処理部２３は、Ｓ２０２の処理によりｎｏを判定し、図５に表す処理を終了す
る。
【００９６】
　対象基板が複数ある場合は、図５に表す処理が、各対象基板に対して行われる。
【００９７】
　図６は、図４に表すＡ１１０の動作の際に処理部２３が行う、磁界差マップ情報の導出
及び出力処理の処理フロー例を表す概念図である。
【００９８】
　処理部２３は、例えば、図３に表す入力部２６を介して作業者等により入力された開始
情報により、図６に表す処理を開始する。
【００９９】
　処理部２３は、まず、Ｓ３０１の処理として、Ｓ３０２の処理が未処理の対象基板はあ
るかについての判定を行う。
【０１００】
　処理部２３は、Ｓ３０１の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、Ｓ３０２の処理とし
て、Ｓ３０２の処理が未処理の対象基板を一つ選択する。
【０１０１】
　そして、処理部２３は、Ｓ３０３の処理として、Ｓ３０２の処理により選択された対象
基板についての初期磁界マップ情報と測定磁界マップ情報とを記憶部２４から読み出す。
【０１０２】
　そして、処理部２３は、Ｓ３０４の処理として、選択された対象基板についてＳ３０５
の処理が未実施の磁界センサ１４の回転角度があるかについての判定を行う。
【０１０３】
　処理部２３は、Ｓ３０４の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、Ｓ３０５の処理とし
て、Ｓ３０５の処理を未実施の回転角度を一つ選択する。
【０１０４】
　そして、処理部２３は、Ｓ３０６の処理として、座標（Ｘ，Ｙ）として（Ｘ０、Ｙ０）
を選択する。座標（Ｘ０、Ｙ０）は、図５のＳ２０５に表されるものと同じである。
【０１０５】
　そして、処理部２３は、Ｓ３０７の処理として電圧差を求める。ここで、電圧差は、Ｓ
３０７の処理の時点で選択されている、対象基板、回転角度及び（Ｘ、Ｙ）座標について
の磁界検出信号の電圧値の、初期磁界マップ情報における値と測定磁界マップ情報におけ
る値との差である。
【０１０６】
　そして、処理部２３は、Ｓ３０８の処理として、Ｓ３０７の処理により導出した電圧差
を、その対象基板の基板ＩＤ、その回転角度及び（Ｘ，Ｙ）座標と関連付けて、記憶部２
４に格納させる。記憶部２４は、これらを、磁界差マップ情報格納部５３に格納する。
【０１０７】
　そして、処理部２３は、Ｓ３０９の処理として、Ｘの値にΔＸを加算する。ΔＸは図５
のＳ２０８に表されるものと同じものである。
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【０１０８】
　そして、処理部２３は、Ｓ３１０の処理として、Ｘの値がＸｍを超えたかについての判
定を行う。Ｘｍは、図５のＳ２０９に表されるものと同じものである。
【０１０９】
　処理部２３は、Ｓ３１０の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ３０７の処理を行う
。
【０１１０】
　その後、Ｓ３０７乃至Ｓ３１０の処理が繰り返され、Ｙ＝Ｙ０について、ΔＸごとの各
Ｘについての電圧差が、図３に表される磁界差マップ情報格納部５３に格納される。
【０１１１】
　そして、処理部２３は、Ｓ３１０の処理によりｙｅｓを判定し、Ｓ３１１の処理として
、（Ｘ，Ｙ）を（Ｘ０，Ｙ＋ΔＹ）に設定する。ここで、ΔＹは、図５のＳ２１０に表さ
れるものと同じである。
【０１１２】
　そして、処理部２３は、Ｓ３１２の処理によりｎｏを判定した場合は、Ｓ３０７の処理
を再度行う。その後、Ｓ３０７乃至Ｓ３１２の処理が繰り返され、ΔＸごと及びΔＹごと
の各（Ｘ，Ｙ）座標についての電圧差が、図３に表される磁界差マップ情報格納部５３に
格納される。
【０１１３】
　そして、処理部２３は、３１２の処理によりｙｅｓを判定し、Ｓ３０４の処理を再度行
う。その後、Ｓ３０４乃至Ｓ３１２の処理が繰り返され、各回転角度についての磁界差マ
ップ情報が、図３に表される磁界差マップ情報格納部５３に格納される。
【０１１４】
　そして、処理部２３はＳ３０４の処理によりｎｏを判定し、Ｓ３０１の処理を再度行う
。その後、Ｓ３０１乃至Ｓ３１２の処理が繰り返された結果、各対象基板についての磁界
差マップ情報が、図３に表される磁界差マップ情報格納部５３に格納される。
【０１１５】
　そして、処理部２３は、Ｓ３０１の処理によりｎｏを判定し、Ｓ３１３の処理を行う。
【０１１６】
　処理部２３は、Ｓ３１３の処理を行う場合は、図３に表される磁界差マップ情報格納部
５３に格納された磁界差マップ情報における電圧差を、対象基板ごと及び回転角度ごとに
、図２（ｃ）に表されるもののようにマップ化する。そして、処理部２３は、マップ化し
た磁界差マップ情報を、図３に表される出力部に出力させる。
【０１１７】
　図４のＡ１１１及びＡ１１２の動作は、図３に表される処理部２３が行う処理として実
行される場合も想定され得る。図７は、Ａ１１１及びＡ１１２の動作を処理部２３が実行
する場合に処理部２３が行う処理の処理フロー例を表す概念図である。
【０１１８】
　処理部２３は、例えば、図３に表す入力部２６を介して作業者等により入力された開始
情報により、図７に表す処理を開始する。
【０１１９】
　処理部２３は、まず、Ｓ４０１の処理として、図４の直近のＡ１１０の動作の際に図３
の記憶部２４が保持する磁界差マップ情報格納部５３に格納された電圧差を、記憶部２４
から読み出す。各電圧差は、対象基板の基板ＩＤ、磁界センサ１４の回転角度及び磁界セ
ンサ１４の（Ｘ，Ｙ）座標と関連付けられている。
【０１２０】
　処理部２３は、また、Ｓ４０２の処理として、記憶部２４から、実装マップ情報を読み
出す。実装マップ情報は、各実装基板のＸ－Ｙ座標上のどの位置にどのような構成（電子
デバイス等）が配置されているかを表す情報である。
【０１２１】
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　そして、処理部２３は、Ｓ４０３の処理として、Ｓ４０４の処理が未処理の対象基板の
基板ＩＤはあるかについての判定を行う。処理部２３は、Ｓ４０３の処理による判定結果
がｙｅｓの場合は、Ｓ４０４の処理として、Ｓ４０４の処理が未処理の対象基板の基板Ｉ
Ｄを一つ選択する。
【０１２２】
　そして、Ｓ４０５の処理として、Ｓ４０６の処理が未処理の磁界センサ１４の回転角度
があるかについての判定を行う。処理部２３は、Ｓ４０５の処理による判定結果がｙｅｓ
の場合は、Ｓ４０６の処理として、Ｓ４０６の処理が未処理の回転角度を一つ選択する。
【０１２３】
　そして、処理部２３は、Ｓ４０７の処理として、（Ｘ，Ｙ）座標として（Ｘ０、Ｙ０）
を選択する。（Ｘ０、Ｙ０）は、図５のＳ２０５及び図６のＳ３０６の処理に表すものと
同じものである。
【０１２４】
　そして、処理部２３は、Ｓ４０８の処理として、同処理の時点で選択されている基板Ｉ
Ｄ及び回転角度並びに（Ｘ，Ｙ）座標と関連付けられている電圧差は、電圧差に関する閾
値を超えているかについての判定を行う。当該閾値は、電圧差が当該閾値を超えた場合は
異常が発生している可能性が高いものとして、予め、経験等により定められたものである
。
【０１２５】
　処理部２３は、Ｓ４０８の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、Ｓ４１０の処理を行
う。一方、処理部２３は、Ｓ４０８の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ４１０の処
理を行う。
【０１２６】
　Ｓ４０８の判定結果がｙｅｓの場合、処理部２３は、Ｓ４１０の処理として、選択され
ている基板ＩＤの実装マップにおいて選択されている（Ｘ，Ｙ）座標に存在する構成（電
子デバイス等）を特定する。
【０１２７】
　そして、処理部２３は、Ｓ４１０の処理により特定した構成の構成ＩＤが、異常構成リ
ストにあるかについての判定を行う。異常構成リストは、選択された基板ＩＤについての
最初のＳ４１１の処理が行われる際に、処理部２３が作成し、図３に表される記憶部２４
に保持させるものである。Ｓ４１１の処理は、同じ構成ＩＤの異常構成リストへの重複格
納を排除する趣旨で行われるものである。
【０１２８】
　処理部２３は、Ｓ４１１の処理による判定結果がｎｏ場合は、Ｓ４１２の処理として、
Ｓ４１０の処理により特定した構成ＩＤを異常構成リストに格納する。一方、処理部２３
は、Ｓ４１１の処理による判定結果がｙｅｓの場合は、Ｓ４１０の処理により特定した構
成ＩＤを異常構成リストに格納せずに、Ｓ４１３の処理を行う。
【０１２９】
　処理部２３は、Ｓ４１３の処理を行う場合は、Ｘの値として、Ｘ＋ΔＸを選択する。こ
こで、ΔＸは、図５のＳ２０８及び図６のＳ３０９に表されるものと同じである。
【０１３０】
　そして、処理部２３は、Ｓ４１４の処理として、Ｘの値がＸｍを超えたかについての判
定を行う。ここで、Ｘｍの値は、図５のＳ２０９及び図６のＳ３１０に表されるものと同
じである。
【０１３１】
　処理部２３は、Ｓ４１４の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ４０８の処理を再度
行う。そして、Ｓ４０８乃至Ｓ４１４の処理が繰り返された結果、Ｙ＝Ｙ０についてのΔ
Ｘごとの各Ｘ座標について、電圧差がそれについての閾値を超えている場合に、その座標
にある構成の構成ＩＤが異常構成リストに格納される。
【０１３２】
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　そして、処理部２３は、Ｓ４１４の処理によりｙｅｓを判定し、Ｓ４１５の処理により
、（Ｘ，Ｙ）として、（Ｘ０、Ｙ＋ΔＹ）を選択する。
【０１３３】
　そして、処理部２３は、Ｓ４１６の処理によりＹの値がＹｍを超えたかについての判定
を行う。そして、処理部２３は、Ｓ４１６の処理による判定結果がｎｏの場合は、Ｓ４０
８の処理を再度行う。そして、Ｓ４０８乃至Ｓ４１６の処理が繰り返された結果、ΔＹご
との各Ｙ座標及びΔＸごとの各Ｘ座標について、電圧差がそれについての閾値を超えてい
る場合に、その座標にある構成の構成ＩＤが異常構成リストに格納される。
【０１３４】
　そして、処理部２３は、Ｓ４１６の処理によりｙｅｓを判定した場合は、Ｓ４０５の処
理を再度行う。そして、図１に表される磁界センサ１４についての各回転角度について、
上記と同様の場合に構成ＩＤが異常構成リストに格納される。
【０１３５】
　そして、Ｓ４０５の判定結果がｎｏになり、処理部２３は、Ｓ４０３の処理を再度行う
。そして、Ｓ４０３乃至Ｓ４１６の処理が繰り返された結果として、上記と同様の場合に
、構成ＩＤが、各対象基板についての異常構成リストに格納される。
【０１３６】
　そして、処理部２３は、Ｓ４０３の処理により、すべての対象基板についての図７の処
理が完了したことを表すｎｏを判定する。
【０１３７】
　そして、処理部２３は、Ｓ４１７の処理として、各対象基板についての、異常の可能性
が高い構成の構成ＩＤが格納された異常構成リストを、図３に表される出力部２５に出力
させる。
【０１３８】
　そして、処理部２３は、図７に表される処理を終了する。
【０１３９】
　なお、本実施形態の出力装置は、前述のように、磁界検出情報の電圧値の特定にスペク
トラムアナライザを用いる場合がある。その場合、当該出力装置は、想定される周波数ご
との、磁界差マップ情報を出力することが可能になる。前述のように、実装基板の各位置
から発生する磁界は、その発生原因となる電流の周波数により、複数の異なる周波数にな
る場合がある。前記出力装置が想定される周波数ごとの磁界差マップ情報を出力する場合
、作業者等は、各周波数が関連する電子デバイス等を予め絞り込むが可能になる。そのた
め、前記出力装置は、作業者等に、異常が疑われる電子デバイス等のより正確な特定を可
能にする。
【０１４０】
　以上の説明では、磁界センサが検出する磁界検出信号が表す磁界情報が、磁界検出信号
の電圧値の場合の例を説明した。しかしながら、磁界情報は、磁界検出部が検出した、磁
界に関する他の情報であっても構わない。当該情報としては、例えば、磁界の周波数や向
きを表す情報が想定され得る。その場合、本実施形態の出力装置は、磁界の周波数や向き
の経時変化による差を表す情報を出力する。そして、作業者等は、磁界の周波数や向きの
経時変化による差を表す情報から異常被疑箇所を特定する。
［効果］
　本実施形態の出力装置は、実装基板の各部分から発生する磁界の経時変化の程度を表す
磁界差マップ情報を出力する。作業者等は、出力された磁界差マップ情報により実装基板
における異常被疑箇所を特定することができる。実装基板のある部分の磁界の経時変化の
程度は、必ずしも、その部分の温度の経時変化とは連動しないものである。従い、前記出
力装置は、温度の経時変化による実装基板における異常被疑箇所の特定が困難な場合にも
その特定を可能にする。なお、温度の経時変化による実装基板における異常被疑箇所の特
定が困難な場合は、［発明が解決すべき課題］の項で説明した通りである。
【０１４１】
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　前記出力装置は、想定される周波数ごとの、磁界差マップ情報を出力する場合がある。
前述のように、実装基板の各位置から発生する磁界は、その発生原因となる電流の周波数
により、複数の異なる周波数になる場合がある。前記出力装置が想定される周波数ごとの
磁界差マップ情報を出力する場合、作業者等は、各周波数が関連する電子デバイス等を予
め絞り込むが可能になる。そのため、前記出力装置は作業者等に、異常が疑われる電子デ
バイス等のより正確な特定を可能にする。
＜第二実施形態＞
　第二実施形態は、第一実施形態で説明された磁界差マップ情報に加えて温度差マップ情
報も出力する出力装置に関する実施形態である。温度差マップ情報は、各（Ｘ、Ｙ）座標
についての温度の、実装基板の稼働開始当初の温度との差を表すマップ情報である。
［構成と動作］
　本実施形態の出力装置は、まず、図１に表す出力装置１の構成により、前述の磁界差マ
ップ情報を出力する。
【０１４２】
　その後、本実施形態の出力装置は、作業者等により、図８及び図９に表される状態に変
更される。
【０１４３】
　図８に表される状態では、図１に表される出力装置１が備える磁界センサ１４は、取り
外され、磁界センサ１４があった位置に温度センサ１５が設置されている。また、図９に
表される処理装置２０では、図３に表される磁界測定部２２は取り外され、温度測定部２
７が温度センサ１５及び処理部２３等に接続されている。
【０１４４】
　以下、本実施形態の出力装置１が行う温度差マップ情報の取得及び出力動作等について
説明する。
【０１４５】
　図９に表される処理部２３は、第一実施形態における磁界センサ１４を移動させた場合
と同様の方法により、図８に表される温度センサ１５を移動させる。これにより、温度セ
ンサ１５は、各（Ｘ，Ｙ）座標についての温度を検出した温度検出信号を温度測定部２７
に送付する。温度測定部２７は、温度検出信号を温度情報に変換し、処理部２３に逐次送
付する。
【０１４６】
　その結果、処理部２３は、各（Ｘ，Ｙ）座標についての温度情報である温度マップ情報
を取得し、図９に表される記憶部２４に格納する。処理部２３は、実装基板７１が最初に
稼働を開始した当初に取得した温度マップ情報である初期温度マップ情報を、初期温度マ
ップ情報格納部６１に格納させる。処理部２３は、その後に取得した温度マップ情報であ
る測定温度マップ情報を、測定温度マップ情報格納部６２に格納させる。
【０１４７】
　処理部２３は、測定温度マップ情報を格納させた場合には、各（Ｘ、Ｙ）座標について
の、初期温度マップ情報と測定温度マップ情報とにおける温度差を表す温度差マップ情報
を導出する。そして、導出した温度差マップ情報を温度差マップ情報格納部６３に格納す
る。
【０１４８】
　処理部２３は、格納させた温度差マップ情報を、出力部２５に出力させる。
【０１４９】
　作業者等は、当該温度差マップ情報と第一実施形態で説明された実装マップ情報から、
温度差の観点から異常の発生が疑われる位置にある構成（電子デバイス等）を、異常被疑
箇所として特定する。
【０１５０】
　なお、図９に表される処理部２３は、温度差マップ情報と実装マップ情報とから、異常
被疑構成を自動的に特定し、特定した被疑構成を出力部２５に出力させても構わない。
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【０１５１】
　本実施形態の出力装置は、磁界マップ情報と温度マップ情報とを同時に取得するもので
あっても構わない。図１０及び図１１は、磁界マップ情報と温度マップ情報とを同時に取
得し得る出力装置１の構成例を表す概念図である。
【０１５２】
　図１０に表す測定部１０においては、回転ステージ１３の下面に、磁界センサ１４と温
度センサ１５とが近接して設置されている。
【０１５３】
　また、図１１に表されるように、処理装置２０は、磁界測定部２２と温度測定部２７と
を備える。
【０１５４】
　処理部２３は、当該構成により、各（Ｘ，Ｙ）座標についての磁界マップ情報と温度マ
ップ情報とを取得する。
【０１５５】
　なお、処理部２３は、磁界センサ１４と温度センサ１５とのＸ－Ｙ平面での位置のずれ
を、取得した磁界マップ情報におけるＸ－Ｙ座標と温度マップ情報におけるＸ－Ｙ座標と
で補正しても構わない。
【０１５６】
　図１０及び図１１に表される出力装置が行う上記以外の動作は、図８及び図９に表され
るものと同じである。
［効果］
　本実施形態の出力装置は、第一実施形態の出力装置が行う磁界差マップ情報の出力に加
えて、温度差マップ情報の出力も行う。温度差マップ情報は、実装基板の各（Ｘ，Ｙ）座
標についての初期の温度と測定温度との差を表す情報である。そのため、作業者等は、磁
界差マップ情報により磁界の経時変化の観点からの異常被疑箇所の特定に加えて、温度の
経時変化の観点からも異常被疑箇所を特定することができる。そのため、第二実施形態の
出力装置は、磁界の経時変化による異常被疑箇所の特定が困難な場合もその特定を可能に
する。磁界の経時変化による異常被疑箇所の特定が困難な場合としては、例えば、第一実
施形態において説明した高実装部品があるために、磁界センサを実装基板に十分に近づけ
られない場合が想定される。そのような場合であっても、温度センサであれば、実装基板
から離れた距離で温度を測定することが可能な場合があり得る。
【０１５７】
　図１２は、実施形態の出力装置の最小限の構成である出力装置１ｘの構成を表す概念図
である。
【０１５８】
　出力装置１ｘは、磁界検出部１４ｘと、移動手段１１ｘと、取得手段２３ｘと、出力手
段２５ｘとを備える。
【０１５９】
　磁界検出部１４ｘは、検出した磁界に関する磁界検出信号を出力する。移動手段１１ｘ
は、実装基板の基板面と所定の間隔が離れた、前記基板面に平行な面、の面内を、前記磁
界検出部を移動させる。取得手段２３ｘは、前記移動の過程において前記磁界検出部が出
力する前記磁界検出信号が表す前記磁界に関する磁界情報を、前記面内の位置を表す位置
情報と関連付けて取得する。出力手段２５ｘは、等しい前記位置における、異なる時期に
取得された二つの前記磁界情報の差を表す磁界差情報を出力する。
【０１６０】
　出力装置１ｘが出力する前記磁界差情報は、前記実装基板の各部分が放出する磁界が経
時変化したか否かを表す情報である。従い、作業者等は、当該磁界差情報から、磁界が変
化する異常が生じたと判断される前記実装基板上の位置にある構成を特定することができ
る。また、磁界の経時変化が生じた異常が生じる箇所は、必ずしも、温度の経時変化が生
じる箇所に等しくない。そのため、出力装置１ｘは、温度の経時変化による特定が困難な
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異常被疑箇所の特定を可能にする。
【０１６１】
　そのため、出力装置１ｘは、前記構成により、［発明の効果］の項に記載した効果を奏
する。
【０１６２】
　ここで、図１２に表す出力装置１ｘは、例えば、図１又は図１０に表す出力装置１であ
る。また、磁界検出部１４ｘは例えば、図１又は図１０に表す磁界センサ１４の磁界を検
出する部分である。また、移動手段１１ｘは、例えば、図１又は図１０に表すＸ－Ｙステ
ージである。また、取得手段２３ｘは、例えば、図３又は「図１０に表す、磁界測定部２
２と処理部２３との組合せである。また、出力手段２５ｘは、例えば、図３又は図１１に
表される出力部２５である。また、前記実装基板は、例えば、図１又は図１０に表す実装
基板７１である。また、前記基板面は、例えば、図１又は図１０に表す実装基板７１の上
面である。また、前記磁界情報は、例えば、前述の、磁界検出信号の電圧値、周波数又は
磁界の向きである。また、前記面内は、例えば、前述のＸ－Ｙ面内である。また、前記位
置情報は、例えば、前述の（Ｘ，Ｙ）座標である。また、前記磁界差情報は、例えば、前
述の電圧差、周波数差又は磁界の向きの経時変化による差である。
【０１６３】
　以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明は、前記した実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の基本的技術的思想を逸脱しない範囲で更なる変形、置換、調整を加
えることができる。例えば、各図面に示した要素の構成は、本発明の理解を助けるための
一例であり、これらの図面に示した構成に限定されるものではない。
【０１６４】
　また、前記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記述され得るが、以下
には限られない。
（付記１）
　検出した磁界に関する磁界検出信号を出力する磁界検出部と、
　実装基板の基板面と所定の間隔が離れた、前記基板面に平行な面、の面内を、前記磁界
検出部を移動させる移動手段と、
　前記移動の過程において前記磁界検出部が出力する前記磁界検出信号が表す前記磁界に
関する磁界情報を、前記面内の位置を表す位置情報と関連付けて取得する取得手段と、
　等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記磁界情報の差を表す磁界
差情報を出力する出力手段と、
　を備える、出力装置。
（付記２）
　前記磁界情報が、前記磁界検出信号の電圧値を表す、付記１に記載された出力装置。
（付記３）
　前記磁界検出部を前記面内で回転させる回転手段をさらに備え、前記出力手段は、複数
の前記回転に係る回転角度についての前記磁界差情報を出力する、付記１又は付記２に記
載された出力装置。
（付記４）
　温度検出部が検出した温度に関する温度検出信号を出力する温度センサをさらに備え、
　前記移動手段は、前記温度検出部を前記移動させ、
　前記取得手段は、前記移動の過程において前記温度センサが出力する前記温度検出信号
が表す前記温度に関する温度情報を、前記位置情報と関連付けて取得し、
　前記出力手段は、等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記温度情
報の差を表す温度差情報を出力する、
　付記１乃至付記３のうちのいずれか一に記載された出力装置。
（付記５）
　前記実装基板の前記位置に存在する構成を表す実装情報を保持し、前記磁界差情報と前
記実装情報とから、異常が疑われる前記構成である被疑構成を出力する、付記１乃至付記
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４のうちのいずれか一に記載された出力装置。
（付記６）
　前記実装基板の前記位置に存在する構成を表す実装情報を保持し、前記磁界差情報及び
前記温度差情報と前記実装情報とから、異常が疑われる前記構成である被疑構成を出力す
る、付記４に記載された出力装置。
（付記７）
　前記磁界差情報が前記磁界検出信号の所定の周波数についてのものである付記１乃至付
記６のうちのいずれか一に記載された出力装置。
（付記８）
　前記磁界差情報が複数の前記周波数の各々についてのものである付記７に記載された出
力装置。
（付記９）
　検出した磁界に関する磁界検出信号を出力する磁界検出部を、実装基板の基板面と所定
の間隔が離れた、前記基板面に平行な面の面内を移動させ、
　前記移動の過程において、前記磁界検出部が出力する前記磁界検出信号が表す前記磁界
に関する磁界情報を、前記面内の位置を表す位置情報と関連付けて取得し、
　等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記磁界情報の差を表す磁界
差情報を出力する、
　出力方法。
（付記１０）
　温度検出部が検出した温度に関する温度検出信号を出力する温度センサの前記温度検出
部を前記移動させ、
　前記移動の過程において前記温度センサが出力する前記温度検出信号が表す前記温度に
関する温度情報を、前記位置情報と関連付けて取得し、
　等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記温度情報の差を表す温度
差情報を出力する、
　付記９に記載された出力方法。
（付記１１）
　前記磁界情報の取得の際に前記磁界検出部及び前記移動を行わせる手段である移動手段
を前記実装基板に対して設置し、前記磁界情報の取得の後に前記設置を解除する、付記９
又は付記１０に記載された出力方法。
（付記１２）
　前記磁界検出部及び前記移動を行わせる手段である移動手段の前記実装基板に対する設
置及び前記設置の解除が共に行われない、付記９又は付記１０に記載された出力方法。
（付記１３）
　前記磁界情報の取得の際には、前記移動を行わせる手段である移動手段に前記磁界検出
部が取り付けられておりかつ前記移動手段に前記温度検出部が取り付けられておらず、前
記温度情報の取得の際には、前記移動手段に前記温度検出部が取り付けられておりかつ前
記移動手段に前記磁界検出部が取り付けられていない、付記１０に記載された出力方法。
（付記１４）
　検出した磁界に関する磁界検出信号を出力する磁界検出部との前記磁界検出部を、実装
基板の基板面と所定の間隔が離れた、前記基板面に平行な面、の面内を移動させる処理と
、
　前記移動の過程において前記磁界検出部が出力する前記磁界検出信号が表す前記磁界に
関する磁界情報を、前記面内の位置を表す位置情報と関連付けて取得する処理と、
　等しい前記位置における、異なる時期に取得された二つの前記磁界情報の差を表す磁界
差情報を出力する処理と、
　をコンピュータに実行させる、出力プログラム。
【符号の説明】
【０１６５】
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　１、１ｘ　　出力装置
　１０　　測定部
　１１　　Ｘ－Ｙステージ
　１１ｘ　　移動手段
　１１ａ　　上面
　１１ｂ　　下面
　１２　　Ｚステージ
　１３　　回転ステージ
　１４　　磁界センサ
　１４ｘ　　磁界検出部
　１５　　温度センサ
　２０　　処理装置
　２１　　移動制御部
　２２　　磁界測定部
　２３　　処理部
　２３ｘ　　取得手段
　２４　　記憶部
　２５　　出力部
　２５ｘ　　出力手段
　２６　　入力部
　２７　　温度測定部
　４０　　筐体
　４１　　天板
　５１　　初期磁界マップ情報格納部
　５２　　測定磁界マップ情報格納部
　５３　　磁界差マップ情報格納部
　６１　　初期温度マップ情報格納部
　６２　　測定温度マップ情報格納部
　６３　　温度差マップ情報格納部
　７１　　実装基板
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【図１１】 【図１２】
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